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　　犃犫狊狋狉犪犮狋：　Ｌａｎｔｈａｎｕｍｈｅｘａｂｏｒｉｄｅｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒａｒｒａｙｓ（ＬａＢ６ＦＥＡｓ）ｗｉｔｈｔｉｐｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓａｒｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄｂｙ
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ｔｅｓｔｃｅｌｌｉｎｖａｃｕｕｍｓｙｓｔｅｍ．ＬａＢ６ＦＥＡｓｅｘｈｉｂｉｔａｍｕｃｈｌｏｗｅｒｔｕｒｎｏｎｆｉｅｌｄｏｆ７Ｖ·μｍ
－１ｄｕｅｔｏｉｔｓｌｏｗｅｒｗｏｒｋ

ｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆ２．６ｅＶ．ＴｈｅＦｏｗｅｒＮｏｒｄｈｅｉｍｐｌｏｔｏｂｔａｉｎｅｄｆｒｏｍｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｖｏｌｔａｇｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｉｓｆｏｕｎｄｔｏｂｅ

ｎｅａｒｌｙｌｉｎｅａｒｉｎａｃｃｏｒｄａｎｃｅｗｉｔｈｔｈｅｑｕａｎｔｕｍｍｅｃｈａｎｉｃａｌｔｕｎｎｅｌｉｎｇｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ．Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎ，ｏｘｙｇｅｎｐｌａｓｍａｏｘｉ

ｄａｔｉｏｎｅｔｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄｉｓａｌｓｏｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈａｒｇｏｎｏｘｙｇｅｎｐｌａｓｍａｅｔｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄａｎｄｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｅｔｃｈｉｎｇ

ｍｅｔｈｏｄ，ｗｈｉｃｈｉｎｄｉｃａｔｅｓｔｈａｔｏｘｙｇｅｎｐｌａｓｍａｏｘｉｄａｔｉｏｎｅｔｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄｉｓａｖｅｒｙｐｒｏｍｉｓｉｎｇｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅ

ｆｏｒｔｈｅｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆＬａＢ６ＦＥＡｓ．

　　犓犲狔狑狅狉犱狊：　Ｌａｎｔｈａｎｕｍｈｅｘａｂｏｒｉｄｅ（ＬａＢ６）；　ｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒａｒｒａｙｓ；　ｏｘｉｄａｔｉｏｎ；　ｅｔｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄ

　　犆犔犆狀狌犿犫犲狉：　 Ｏ４６２　　　　犇狅犮狌犿犲狀狋犮狅犱犲：　Ａ

　　Ｉｎｃｏｎｔｒａｓｔｗｉｔｈｔｈｅｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｔｈｅｒｍｉｏｎｉｃｃａｔｈｏｄｅ，ｔｈｅｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒａｒｒａｙ（ＦＥＡ）ｃａｔｈｏｄｅｈａｓｍａｎｙ

ａｄｖａｎｔａｇｅｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｒｏｏｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｐｅｒａｔｉｏｎ，ｈｉｇｈｅｒｅｍｉｓｓｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔｄｅｎｓｉｔｙ，ｌｏｗｅｒｐｏｗｅｒｄｉｓｓｉｐａ

ｔｉｏｎ，ｅｘｃｅｌｌｅｎｔＯＮ／ＯＦＦｉｓｏｌａｔｉｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓａｎｄｉｎｓｔａｎｔｔｕｒｎｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ．Ｉｔｈａｓｔｈｅｐｏｔｅｎｔｉａｌｔｏｂｅ

ｕｓｅｄａｓａｎｅｌｅｃｔｒｏｎｓｏｕｒｃｅｉｎａｗｉｄｅｖａｒｉｅｔｙｏｆａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，ｓｕｃｈａｓｍｉｃｒｏｗａｖｅｐｏｗｅｒａｍｐｌｉｆｉｅｒｓ，ｆｌａｔｐａｎｅｌ

ｄｉｓｐｌａｙｓ，ｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ，ａｎｄｅｌｅｃｔｒｏｎｂｅａｍｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ
［１４］．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｒｅａｒｅｓｏｍｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｌｉｍｉ

ｔａｔｉｏｎｓｏｆｍｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｅｄＦＥＡｓｉｎｔｈｅｉｒｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙａｎｄｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ
［５］．Ａｓａｒｅｓｕｌｔ，ｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｔｏｄａｙｃｏｎｃｅｎ

ｔｒａｔｅｓｏｎｔｈｅｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｏｆｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔｄｅｎｓｉｔｙａｎｄｅｍｉｓｓｉｏｎｓｔａｂｉｌｉｔｙ．

　　ＨｉｇｈｌｙｅｆｆｉｃｉｅｎｔａｎｄｈｉｇｈｌｙｒｅｌｉａｂｌｅＦＥＡｓｃａｎｂｅｒｅａｌｉｚｅｄｉｎｔｗｏｗａｙｓ：ｉｍｐｒｏｖｉｎｇｔｈｅｅｘｉｓｔｉｎｇｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙａｎｄｓｅｌｅｃｔｉｎｇｏｔｈｅｒｆａｖｏｒａｂｌｅｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒｍａｔｅｒｉａｌｓ．Ｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｃｏｍｍｏｎｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒｍａ

ｔｅｒｉａｌｓ（ｓｉｌｉｃｏｎａｎｄｍｏｌｙｂｄｅｎｕｍ），ｌａｎｔｈａｎｕｍｈｅｘａｂｏｒｉｄｅ（ＬａＢ６）ｈａｓｌｏｗｅｒｗｏｒｋｆｕｎｃｔｉｏｎ（２．３～２．８ｅＶ），

ｌｏｗｅｒｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔｙ，ｌｏｗｅｒｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇｙｉｅｌｄ，ｈｉｇｈｅｒｍｅｌｔｉｎｇｐｏｉｎｔａｎｄｈｉｇｈｅｒｃｈｅｍｉｃａｌｓｔａｂｉｌｉｔｙ．Ｉｔｈａｓｂｅｅｎ

ｗｉｄｅｌｙｕｓｅｄａｓｔｈｅｒｍｉｏｎｉｃｅｍｉｔｔｅｒｓ，ｏｆｆｅｒｉｎｇｈｉｇｈｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓａｎｄｌｏｎｇｌｉｆｅ
［６８］．ＬａＢ６ｉｓａｌｓｏａｎｅｘｃｅｌｌｅｎｔｍａｔｅ

ｒｉａｌｆｏｒｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｃａｔｈｏｄｅｓｄｕｅｔｏｉｔｓｌｏｗｅｒｗｏｒｋｆｕｎｃｔｉｏｎａｎｄｅｘｃｅｌｌｅｎｔｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓｔａｂｉｌｉｔｙａｇａｉｎｓｔｉｏｎ

ｂｏｍｂａｒｄｍｅｎｔ
［９］．ＡｓｉｎｇｌｅｔｉｐＬａＢ６ｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｃａｔｈｏｄｅｈａｓｂｅｅｎｆａｂｒｉｃａｔｅｄａｎｄｉｔｈａｓｓｈｏｗｎｅｘｃｅｌｌｅｎｔｐｅｒ

ｆｏｒｍａｎｃｅ
［１０］．

　　ＴｈｅｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｏｆＬａＢ６ｔｉｐｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎａｒｒａｙｓｈａｓｂｅｅｎｒｅｐｏｒｔｅｄｂｙＮａｋｏｍｏｔｏｅｔａｌ
［１１］．

ＴｈｉｓｐａｐｅｒｗｉｌｌｒｅｐｏｒｔａｎｏｔｈｅｒｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｏｆＬａＢ６ＦＥＡｂｙｏｘｙｇｅｎｐｌａｓｍａｏｘｉｄａｔｉｏｎｅｔｃｈｉｎｇｍｅ

ｔｈｏｄａｎｄｔｈｅｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｗｉｌｌｂｅｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄ．

１　犈狓狆犲狉犻犿犲狀狋狊

　　Ａｍｏｎｇｖａｒｉｏｕｓｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎａｒｒａｙｃａｔｈｏｄｅｓ，ＳｉＦＥＡｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｐｏｐｕｌａｒｃｏｌｄｃａｔｈｏｄｅｓ．Ｔｈｅｆａｂ

ｒｉｃａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅａｂｏｕｔＳｉＦＥＡｈａｓｂｅｅｎｄｅｖｅｌｏｐｅｄｆｏｒｍａｎｙｙｅａｒｓ
［１２１３］．Ｔｈｕｓｓｉｍｉｌａｒｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅ

ｗａｓｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｆｏｒｔｈｅｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆＬａＢ６ＦＥＡ．Ｆｉｒｓｔｌｙ，ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａｌｓｐｅｃｉｍｅｎａｂｏｕｔ１．５ｍｍｔｈｉｃｋｗａｓｃｕｔ

ｆｒｏｍ（１００）ｓｉｎｇｌｅｃｒｙｓｔａｌＬａＢ６ａｎｄｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｌｙｐｏｌｉｓｈｅｄｗｉｔｈｄｉａｍｏｎｄｓｌｕｒｒｉｅｓ．Ｂｅｆｏｒｅｍａｓｋｌａｙｅｒｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ，

 犚犲犮犲犻狏犲犱犱犪狋犲：２００７０７２０；　　犚犲狏犻狊犲犱犱犪狋犲：２００７１２０５

犅犻狅犵狉犪狆犺狔：ＷａｎｇＸｉａｏｊｕ（１９８１—），ｆｅｍａｌｅ，ｄｏｃｔｏｒａｌｓｔｕｄｅｎｔ，ｒｅｓｅａｒｃｈｅｓｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎａｒｒａｙｃａｔｈｏｄｅｓ；ｘｊｗａｎｇ＠ｕｅｓｔｃ．ｅｄｕ．ｃｎ。



书书书

ｔｈｅｓａｍｐｌｅｗａｓｕｌｔｒａｓｏｎｉｃａｌｌｙｃｌｅａｎｅｄｉｎａｃｅｔｏｎｅ，ａｌｃｏｈｏｌａｎｄｗａｔｅｒａｎｄｗａｓｄｒｉｅｄｉｎａｉｒａｔ２００℃．ＮｅｘｔＳｉＯ２

ｉｎｓｕｌａｔｉｎｇｌａｙｅｒａｂｏｕｔ１μｍｔｈｉｃｋｗａｓｄｅｐｏｓｉｔｅｄｏｎｔｈｅｓｐｅｃｉｍｅｎｂｙｐｌａｓｍａｅｎｈａｎｃｅｄｃｈｅｍｉｃａｌｖａｐｏｒｄｅｐｏｓｉ

ｔｉｏｎ（ＰＥＣＶＤ）ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄｔｈｅｎｐａｔｔｅｒｎｅｄｔｏｏｂｔａｉｎａｎａｒｒａｙｏｆ２μｍｄｉａｍｅｔｅｒＳｉＯ２ｄｉｓｋｓｂｙｒｅａｃｔｉｖｅｉｏｎ

ｅｔｃｈｉｎｇ（ＲＩＥ）ｍｅｔｈｏｄ．ＤｕｒｉｎｇｔｈｅＳｉＯ２ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓ，ｔｈｅｓｐｅｃｉｍｅｎｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｗａｓｋｅｐｔｃｏｎｓｔａｎｔａｔ

２３０℃ｉｎａｖａｃｕｕｍｏｆ６０Ｐａ，ａｎｄｔｈｅｃｈｏｓｅｎＲＦｐｏｗｅｒｗａｓ１５Ｗ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｕｓｉｎｇｔｈｅｓｅＳｉＯ２ｄｉｓｋｓａｓｈａｒｄ

ｍａｓｋｓ，ｔｈｅｕｎｄｅｒｌｙｉｎｇＬａＢ６ｗａｓｅｔｃｈｅｄｔｏｆｏｒｍｔｉｐｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎａｒｒａｙｓ．

　　ＷｈｅｎｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆＬａＢ６ｉｓｈｉｇｈｅｒｔｈａｎ６００℃，ＬａＢ６ｃｏｕｌｄｒｅａｃｔｗｉｔｈｏｘｙｇｅｎ，ａｎｄａｓｔｈｅｔｅｍｐｅｒａ

ｔｕｒｅｖａｒｉｅｓ，ｔｈｅｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｒｅｓｕｌｔａｎｔｓａｒｅｄｉｆｆｅｒｅｎｔ．Ｗｈｅｎｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｓｆｒｏｍ８００ｔｏ１０００℃，ｔｈｅ

ｆｏｌｌｏｗｉｎｇｏｘｉｄａｔｉｏｎｒｅａｃｔｉｏｎｏｃｃｕｒｓ

４ＬａＢ６（狊）＋２１Ｏ２（犵）＝４ＬａＢＯ３（狊）＋１０Ｂ２Ｏ３（狊） （１）

Ｗｈｅｎｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｓｕｐｔｏ１１００℃，ｔｈｅＬａＢＯ３ｗｉｌｌｂｅｃｏｎｖｅｒｔｅｄｉｎｔｏＬａ（ＢＯ２）３ａｎｄｔｈｅｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ

ｒｅａｃｔｉｏｎｉｓａｓｆｏｌｌｏｗｓ
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ｍｅａｓｕｒｅｄｕｓｉｎｇｄｉｏｄｅｇｅｏｍｅｔｒｙａｔａｂａｓｅｐｒｅｓｓｕｒｅｏｆ５×１０
－５Ｐａ．Ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｗｈｏｌｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，ｔｈｅａｎｏｄｅ

ｐｌａｔｅｗｉｔｈａｐｏｓｉｔｉｖｅｖｏｌｔａｇｅｗａｓｐｌａｃｅｄ０．１ｍｍａｂｏｖｅｔｈｅｔｉｐｓ，ａｎｄｔｈｅｅｍｉｔｔｅｒｗａｓｇｒｏｕｎｄｅｄ．Ｆｉｇ．５（ａ）

ｓｈｏｗｓｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｖｏｌｔａｇｅ（犐犞）ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｔｈｅＬａＢ６ＦＥＡａｔ５×１０
－５Ｐａｉｎｄｉｏｄｅｇｅｏｍｅｔｒｙ．Ａｎｅｍｉｓ

ｓｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔｏｆ２００ｎＡｗｉｔｈｔｈｅｏｎｓｅｔｖｏｌｔａｇｅｏｆ７００Ｖｗａｓｏｂｓｅｒｖｅｄｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｌｙ．Ｗｉｔｈｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｅｏｆｔｈｅ

ａｐｐｌｉｅｄｖｏｌｔａｇｅ，ｔｈｅｅｍｉｓｓｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔｉｎｃｒｅａｓｅｄｒａｐｉｄｌｙａｎｄａｃｕｒｒｅｎｔｏｆ７５μＡｗａｓｄｒａｗｎａｔｔｈｅａｐｐｌｉｅｄｖｏｌｔ
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ａｇｅｏｆ１５００Ｖ．ＴｈｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄＬａＢ６ＦＥＡｗｉｔｈａｌａｒｇｅｔｉｐｒａｄｉｕｓｏｆ２５０ｎｍｅｘｈｉｂｉｔｅｄａｌｏｗｔｕｒｎｏｎｆｉｅｌｄｏｆ７

Ｖ－１，ｗｈｉｃｈｉｓｃｏｍｐａｒａｂｌｅｔｏｏｔｈｅｒｍａｔｅｒｉａｌｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇａＳｉｎａｎｏｔｉｐａｒｒａｙｏｆ８．５Ｖ
－１［１５］ａｎｄｃａｒ

ｂｏｎｎａｎｏｔｕｂｅｓｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒｓｏｆ２～５Ｖ
－１［１６１８］．Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，ｔｈｅＦｏｗｌｅｒＮｏｒｄｈｅｉｍ（ＦＮ）ｐｌｏｔ，ａｇｒａｐｈｏｆｌｎ

（犐／犞２）ｖｅｒｓｕｓ１０３／犞ｄｅｒｉｖｅｄｆｒｏｍｔｈｅ犐犞ｃｕｒｖｅｉｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．５（ｂ）．ＴｈｅｌｉｎｅａｒＦＮｐｌｏｔｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅｅ

ｍｉｓｓｉｏｎｆｒｏｍｔｈｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄＬａＢ６ＦＥＡｆｏｌｌｏｗｓａｑｕａｎｔｕｍｍｅｃｈａｎｉｃａｌｔｕｎｎｅｌｉｎｇｐｒｏｃｅｓｓ
［１９］．ＴｈｅｏｂｓｅｒｖｅｄＦＮ

ｐｌｏｔｉｓｓｉｍｉｌａｒｔｏｔｈａｔｒｅｐｏｒｔｅｄｆｏｒｔｈｅＬａＢ６ｓｉｎｇｌｅｔｉｐｅｍｉｔｔｅｒ
［１０］．

Ｆｉｇ．５　Ｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔｖｏｌｔａｇｅ（犐犞）ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｆａｂｒｉｃａｔｅｄＬａＢ６ＦＥＡ

ｂｙｏｘｙｇｅｎｐｌａｓｍａｏｘｉｄａｔｉｏｎｅｔｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄ（ａ）ａｎｄｔｈｅＦｏｗｌｅｒＮｏｒｄｈｅｉｍ（ＦＮ）ｐｌｏｔ（ｂ）

３　犆狅狀犮犾狌狊犻狅狀

　　ＬａＢ６ＦＥＡｓａｒｅｏｂｔａｉｎｅｄｂｙｏｘｙｇｅｎｐｌａｓｍａｏｘｉｄａｔｉｏｎｅｔｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄ．Ｔｈｅｔｉｐｈｅｉｇｈｔｉｓｍｏｒｅｔｈａｎ２μｍ

ａｎｄｔｈｅｔｉｐｒａｄｉｕｓｉｓａｂｏｕｔ２５０ｎｍ．ＦｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄＬａＢ６ＦＥＡｃａｎｏｐ

ｅｒａｔｅａｔｌｏｗｖｏｌｔａｇｅｓａｎｄｔｈｅｔｕｒｎｏｎｆｉｅｌｄｉｓａｓｌｏｗａｓ７Ｖ·μｍ
－１ｍａｉｎｌｙｄｕｅｔｏｔｈｅｌｏｗｅｒｗｏｒｋｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆ

２．６ｅＶ．Ｉｎｓｕｍｍａｒｙ，ｏｘｙｇｅｎｐｌａｓｍａｏｘｉｄａｔｉｏｎｅｔｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄｉｓａｐｒｏｍｉｓｉｎｇｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅｆｏｒｔｈｅ

ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆＬａＢ６ＦＥＡ，ｗｈｉｃｈｗｉｌｌａｃｃｅｌｅｒａｔｅｔｈｅｐｒａｃｔｉｃａｌａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆＬａＢ６ＦＥＡｉｎｖａｒｉｏｕｓｄｅｖｉｃｅｓ．

犚犲犳犲狉犲狀犮犲：

［１］　ＴｒｕｊｉｌｌｏＪＴ，ＨｕｎｔＣＥ．Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｏｆｇａｔｅｄｓｉｌｉｃｏｎｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｃａｔｈｏｄｅｓｆｏｒｖａｃｕｕｍｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓａｎｄｅｌｅｃｔｒｏｎｂｅａｍａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ［Ｊ］．

犑犞犪犮犛犮犻犜犲犮犺狀狅犾犅，１９９３，１１（２）：４５４４５８．

［２］　ＳｐｉｎｄｔＣＡ，ＨｏｌｌａｎｄＣＥ，ＲｏｓｅｎｇｒｅｅｎＡ，ｅｔａｌ．Ｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒａｒｒａｙｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｆｏｒｈｉｇｈｆｒｅｑｕｅｎｃｙｏｐｅｒａｔｉｏｎ［Ｊ］．犑犞犪犮犛犮犻犜犲犮犺狀狅犾犅，

１９９３，１１（２）：４６８４７３．

［３］　ＣｈａｎｇＴＨＰ，ＫｅｒｎＤＰ，ＭｕｒａｙＬＰ．Ｍｉｎｉａｔｕｒｅｅｌｅｃｔｒｏｎｏｐｔｉｃａｌｃｏｌｕｍｎｓ［Ｊ］．犐犈犈犈犜狉犪狀狊犈犾犲犮狋狉狅狀犇犲狏犻犮犲狊，１９９１，３８（１０）：２２８４２２８８．

［４］　ＢｕｓｔａＨＨ，ＰｏｇｅｍｉｌｌｅｒＪＥ，ＺｉｍｍｅｒｍａｎＢＪ．Ｔｈｅｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒｔｒｉｏｄｅａｓａｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ／ｐｒｅｓｓｕｒｅｓｅｎｓｏｒ［Ｊ］．犑犕犻犮狉狅犿犲犮犺犕犻犮狉狅犲狀犵，１９９３，

３（２）：４９５６．

［５］　ＢｕｓｔａＨＨ，ＰｏｇｅｍｉｌｌｅｒＪＥ，ＺｉｍｍｅｒｍａｎＢＪ．Ｓｃａｌｉｎｇｏｆｅｍｉｓｓｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔｓａｎｄｏｆｃｕｒｒｅｎｔｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓｏｆｇａｔｅｄｓｉｌｉｃｏｎｅｍｉｔｔｅｒｅｎｓｅｍｂｌｅｓ［Ｊ］．

犑犞犪犮犛犮犻犜犲犮犺狀狅犾犅，１９９４，１２（２）：６８９６９２．

［６］　ＥｂｉｈａｒａＫ，ＨｉｒａｍａｔｓｕＳ．ＨｉｇｈｃｕｒｒｅｎｔｄｅｎｓｉｔｙｇｕｎｗｉｔｈａＬａＢ６ｃａｔｈｏｄｅ［Ｊ］．犚犲狏犻犲狑狅犳犛犮犻犲狀狋犻犳犻犮犐狀狊狋狉狌犿犲狀狋狊，１９９６，６７（８）：２７６５２７６９．

［７］　ＬｏｓｃｈｉａｌｐｏＰ，ＫａｐｅｔａｎａｋｏｓＣＡ．Ｈｉｇｈｃｕｒｒｅｎｔｄｅｎｓｉｔｙ，ｈｉｇｈｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓｅｌｅｃｔｒｏｎｂｅａｍｓｆｒｏｍｌａｒｇｅａｒｅａｌａｎｔｈａｎｕｍｈｅｘａｂｏｒｉｄｅｃａｔｈｏｄｅｓ［Ｊ］．

犑犃狆狆犾犘犺狔狊，１９８８，６３（８）：２５５２２５５７．

［８］　ＨｅｒｎｉｔｅｒＭＥ，ＧｅｔｔｙＷＤ．Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｌｉｍｉｔｅｄｅｌｅｃｔｒｏｎｂｏｍｂａｒｄｍｅｎｔｈｅａｔｉｎｇｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．犐犈犈犈犜狉犪狀狊犪犮狋犻狅狀狊狅狀犘犾犪狊犿犪犛犮犻犲狀犮犲，１９９１，

１９（６）：１２７９１２８９．

［９］　ＬａｔｅＤＪ，ＭｏｒｅＭＡ，ＪｏａｇＤＳ，ｅｔａｌ．ＦｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｓｔｕｄｉｅｓｏｎｗｅｌｌａｄｈｅｒｅｄｐｕｌｓｅｄｌａｓｅｒｄｅｐｏｓｉｔｅｄＬａＢ６ｆｉｌｍｏｎＷｔｉｐ［Ｊ］．犃狆狆犾犘犺狔狊犔犲狋狋，

２００６，８９，１２３５１０．

［１０］　ＷａｎｇＸＪ，ＬｉｎＺＬ，ＣｈｅｎＺＸ，ｅｔａｌ．Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎａｎｄｅｍｉｓｓｉｏｎｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｓｉｎｇｌｅｃｒｙｓｔａｌｌａｎｔｈａｎｕｍｈｅｘａｂｏｒｉｄｅｔｉｐ［Ｃ］／／ＩＶＮＣ／ＩＦＥＳＴｅｃｈ

Ｄｉｇ．２００６：２２７２２８．

［１１］　ＮａｋａｍｏｔｏＭ，ＦｕｋｕｄａＫ．ＦｉｅｌｄｅｌｅｃｔｒｏｎｅｍｉｓｓｉｏｎｆｒｏｍＬａＢ６ａｎｄＴｉＮｅｍｉｔｔｅｒａｒｒａｙｓｆａｂｒｉｃａｔｅｄｂｙｔｒａｎｓｆｅｒｍｏｌｄｔｅｃｈｎｉｑｕｅ［Ｊ］．犃狆狆犾犛狌狉犳

犛犮犻，２００２，２０２：２８９２９４．

［１２］　ＨｕｎｔＣＥ，ＴｒｕｊｉｌｌｏＪＴ，ＯｒｖｉｓＷＪ．Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ．ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｏｆｓｉｌｉｃｏｎｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｄｅｖｉｃｅｓ［Ｊ］．犐犈犈犈犜狉犪狀狊

犈犾犲犮狋狉狅狀犇犲狏犻犮犲狊，１９９１，３８：２３０９２３１３．

７０３第２期 ＷａｎｇＸｉａｏｊｕ：ＦａｂｒｉｃａｔｉｏｎａｎｄｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆＬａＢ６ｆｉｅｌｄｅｍｉｔｔｅｒａｒｒａｙｓ



［１３］　ＭａｒｃｕｓＲＢ，ＲａｖｉＴＳ，ＧｍｉｔｔｅｒＴ，ｅｔａｌ．Ｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｓｉｌｉｃｏｎｔｉｐｓｗｉｔｈ＜１ｎｍｒａｄｉｕｓ［Ｊ］．犃狆狆犾犘犺狔狊犔犲狋狋，１９９０，５６：２３６２３８．

［１４］　王小菊，林祖伦，祁康成，等．电化学刻蚀法制备ＬａＢ６场发射微尖锥阵列［Ｊ］．发光学报，２００７，２８（３）：４２９４３２．（ＷａｎｇＸＪ，ＬｉｎＺＬ，ＱｉＫ

Ｃ，ｅｔａｌ．ＦａｂｒｉｃａｔｉｏｎｏｆＬａＢ６ｔｉｐｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎａｒｒａｙｓｕｓｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｃｈｅｍｉｃａｌｅｔｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄ．犆犺犻狀犲狊犲犑狅狌狉狀犪犾狅犳犔狌犿犻狀犲狊犮犲狀犮犲，２００７，２８

（３）：４２９４３２）

［１５］　ＨｕａｎｇＧＳ，ＷｕＸＬ，ＣｈｅｎｇＹＣ，ｅｔａｌ．ＦａｂｒｉｃａｔｉｏｎａｎｄｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｐｒｏｐｅｒｔｙｏｆａＳｉｎａｎｏｔｉｐａｒｒａｙ［Ｊ］．犖犪狀狅狋犲犮犺狀狅犾狅犵狔，２００６，１７：

５５７３５５７６．

［１６］　ＤｅＨｅｅｒＷＡ，ＣｈａｔｅｌａｉｎＡ，ＵｇａｒｔｅＤ．Ａｃａｒｂｏｎｎａｎｏｔｕｂｅｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｅｌｅｃｔｒｏｎｓｏｕｒｃｅ［Ｊ］．犛犮犻犲狀犮犲，１９９５，２７０：１１７９１１８０．

［１７］　ＢｏｎａｒｄＪＭ，ＫｉｎｇＨ，ＳｔｏｃｋｌｉＴ，ｅｔａｌ．Ｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｆｒｏｍｃａｒｂｏｎｎａｎｏｔｕｂｅｓ：ｔｈｅｆｉｒｓｔｆｉｖｅｙｅａｒｓ［Ｊ］．犛狅犾犻犱犛狋犪狋犲犈犾犲犮狋狉狅狀，２００１，４５（６）：

８９３９１４．

［１８］　ＪｕｎｇＭＳ，ＫｏＹＫ，ＪｕｎｇＤＨ，ｅｔａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄｆｉｅｌｄｅｍｉｓｓｉｏｎｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｃｈｅｍｉｃａｌｌｙａｎｃｈｏｒｅｄｓｉｎｇｌｅｗａｌｌｅｄｃａｒｂｏｎｎａｎｏｔｕｂｅｐａｔｔｅｒｎｓ
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六硼化镧场发射阴极阵列的制作及特性

王小菊，　蒋亚东，　林祖伦，　祁康成，　陈泽祥

（电子科技大学 光电信息学院，成都６１００５４）

　　摘　要：　采用氧等离子体氧化刻蚀工艺，制备出尖锐的六硼化镧（ＬａＢ６）微尖锥场发射阵列。在二极管结构中测试了

ＬａＢ６ＦＥＡｓ的场发射性能，得到了真空度为５×１０
－５Ｐａ下的犐犞 曲线及相应的ＦｏｗｌｅｒＮｏｒｄｈｅｉｍ节点。结果表明，由于ＬａＢ６ 材

料较低的逸出功，使得阴极的开启电压较小，开启场仅为７Ｖ／μｍ。此外，将氧等离子体氧化刻蚀方法与氩氧等离子体刻蚀方法

和电化学刻蚀方法进行了比较，表明氧等离子体氧化刻蚀方法是制备ＬａＢ６ 场发射阴极阵列的一种理想工艺。

　　关键词：　六硼化镧（ＬａＢ６）；　场发射阵列；　氧化；　刻蚀方法
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